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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月19日(2014.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁膜上に、シリコンを含む堆積性気体の流量に対する水素の流量を５０倍以上１００
０倍以下にして堆積性気体を希釈し、且つ処理室内の圧力を６７Ｐａ以上５００００Ｐａ
以下とする第１の条件を用いたプラズマＣＶＤ法により種結晶を形成し、
　前記種結晶上に、シリコンを含む堆積性気体の流量に対する水素の流量を１００倍以上
２０００倍以下にして堆積性気体を希釈し、且つ前記処理室内の圧力を１３３３Ｐａ以上
５００００Ｐａ以下とする第２の条件を用いたプラズマＣＶＤ法により第１の微結晶半導
体膜を形成し、
　前記処理室内の圧力を１３３３Ｐａ以上５００００Ｐａ以下とし、且つ微結晶半導体を
堆積する第１の周期と、前記微結晶半導体に含まれる非晶質半導体領域を選択的にエッチ
ングする前記第１の周期より長い第２の周期とを交互に行う第３の条件を用いたプラズマ
ＣＶＤ法により、第１の微結晶半導体膜上に第２の微結晶半導体膜を形成し、
　前記第２の微結晶半導体膜上に、シリコンを含む堆積性気体の流量に対する水素の流量
を１００倍以上２０００倍以下にして堆積性気体を希釈し、且つ前記処理室内の圧力を１
３３３Ｐａ以上５００００Ｐａ以下とする第４の条件を用いたプラズマＣＶＤ法により第
３の微結晶半導体膜を形成することを特徴とする微結晶半導体膜の作製方法。
【請求項２】
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　基板上に、ゲート電極を形成し、
　前記基板及び前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、第１の条件により種結晶を形成し、
　前記種結晶上に、第２の条件により第１の微結晶半導体膜を形成し、
　前記第１の微結晶半導体膜上に、第３の条件により第２の微結晶半導体膜を形成し、
　前記第２の微結晶半導体膜上に、第４の条件により第３の微結晶半導体膜を形成し、
　前記第３の微結晶半導体膜上に、微結晶半導体領域及び非晶質半導体領域を有する半導
体膜を形成し、
　前記半導体膜上に第１の不純物半導体膜を形成し、
　前記第１の不純物半導体膜の一部をエッチングして、島状の第２の不純物半導体膜を形
成すると共に、前記種結晶、前記第１の微結晶半導体膜、前記第２の微結晶半導体膜、前
記第３の微結晶半導体膜、及び前記半導体膜の一部をエッチングして、島状の第１の半導
体積層体を形成し、
　前記第２の不純物半導体膜上に、ソース電極及びドレイン電極として機能する配線を形
成し、
　前記第２の不純物半導体膜をエッチングして、ソース領域及びドレイン領域として機能
する一対の不純物半導体膜を形成し、
　前記第１の条件は、シリコンを含む堆積性気体の流量に対する水素の流量を５０倍以上
１０００倍以下にして堆積性気体を希釈し、且つ処理室内の圧力を６７Ｐａ以上５０００
０Ｐａ以下とする条件であり、
　前記第２の条件は、シリコンを含む堆積性気体の流量に対する水素の流量を１００倍以
上２０００倍以下にして堆積性気体を希釈し、且つ前記処理室内の圧力を１３３３Ｐａ以
上５００００Ｐａ以下とする条件であり、
　前記第３の条件は、前記処理室内の圧力を１３３３Ｐａ以上５００００Ｐａ以下とし、
且つ微結晶半導体を堆積する第１の周期と、前記微結晶半導体に含まれる非晶質半導体領
域を選択的にエッチングする前記第１の周期より長い第２の周期とを交互に行う条件であ
り、
　前記第４の条件は、シリコンを含む堆積性気体の流量に対する水素の流量を１００倍以
上２０００倍以下にして堆積性気体を希釈し、且つ前記処理室内の圧力を１３３３Ｐａ以
上５００００Ｐａ以下とする条件であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項２において、前記第１の半導体積層体を形成し、前記第１の半導体積層体上に、
ソース電極及びドレイン電極として機能する配線を形成する前において、
　前記第１の半導体積層体の側面をプラズマに曝して、前記第１の半導体積層体の側面に
絶縁領域を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
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